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1.序論　我々は、表面弾性波 (SAW)の光電子デ
バイスへの応用を目指して研究を行っている。
GaAs表面に励振させた SAWで、時空間的な
物性制御が期待される。本研究では SAWが誘
起する表面の光学特性、特に比誘電率変化 ∆ε
を調べた。
2.実験　 Fig. 1に示すように、GaAs(001)基板
上の櫛型電極 (IDT)に RF電気信号を印加して
SAW を励振した。GaAs 表面に集光したレー
ザー光 (集光径 d ≃ 2 µm, d/λSAW ≃ 1/15)を照
射し、その反射光を励振周波数 ( f = ωSAW/2π)
でロックイン検出した。反射光強度 I の SAW
誘起成分は
∆I(t) = ∆I0X sin(ωSAWt) + ∆I0Y cos(ωSAWt) (1)
のように表され、2位相成分 (∆I0X,∆I0Y)が検出
される。∆I0/I から、比誘電率変化 (∆εX,∆εY)
を評価した。
3.結果と考察　表面変位は進行波 SAWの場合

uz(x, t) = δ0cos{kSAWx − ωSAW(t − t0)}
= δ0[− sin(kSAWx) sin{ωSAW(t − t0)}
+ cos(kSAWx) cos{ωSAW(t − t0)}] (2)

と表され、定在波 SAWの場合
uz(x, t) = −δ0 cos(kSAWx) sin{ωSAW(t − t0)}

+ δ0 cos(kSAWx) cos{ωSAW(t − t0)} (3)
と表される。これに対応して歪みも変化する
ので、Eq. (1)と (∆I0X,∆I0Y)から、SAWの伝
搬状態がわかる。Fig. 2 に ∆I0 の位置依存性
の結果を示す。右軸は ∆I0/I から求めた ∆εを
表す。自由伝搬領域 (a)では進行波的であり、
IDT中央部 (b)では IDT電極指間の中心で節を
持つ定在波的である。領域 (a)において回折光
測定 [1]で評価した δ0から、SAW波動方程式
[2]を基に歪みテンソルを見積もり、∆εの偏光
依存性 (Fig. 3)を用いて光弾性定数を評価する
と、p11 + 1.9p12 = −300, p44 = −15 となる。
λLight = 1.15 µmでバルク波の回折効率から求
めた値 [3]に比べて 2桁大きいが、その理由は
検討中である。
4.結論　 SAW誘起誘電率の時空間変化を評価
し、SAW の伝搬状態と対応させて検討した。
SAW励振による GaAs基板表面での光弾性定
数を見積もると、比較的大きな値をもつことが
わかった。

GaAs

IDT

RF sig.

RF Lock In 

Amplifier

Sig.

Ref.

Beam splitter

Laser

Object lens

f =10mm

Photo diode

λ

Laser

=532nm

���

Half wave plate

[110]

x

[1-10]

y

[001]

z

0

���

f

SAW

= 95.6 MHz

λ

SAW

= 30 �m

Fig. 1: Schematic of experimental set up
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Fig. 3: An anisotropy of permittivity modulation
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Fig. 2: Permittivity modulation induced by SAW.
Gray zone indicates surface area covered by Al film
of electrode fingers in IDT.
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